
Final datasheet

特徴

• 電気的特性

- VDSS = 1400 V
- IDN = 850 A / IDRM = 1700 A
- .XT 接合技術を搭載した SiC MOSFET
- 低 RDS,on

- 低スイッチング損失

- 低インダクタンス設計

- Tvj op = 175°C
• 機械的特性

- .XT 接合技術による高いパワーサイクル能力

- 長い縁面/空間距離

- 高耐振動性

- 直接空冷のピンフィンベースプレート

- 温度センサー搭載

- レーザー溶接によるパワーターミナル

- プレスフィット接続技術による補助端子

- RoHS 対応

可能性のある用途

• CAV 電気ドライブトレイン (走行時)

製品検証

• Qualified according to AQG 324, release no.: 03.1/2021
• ISO 16750-3 に適合した耐振動性

• Qualified according to IPC-9797

詳細
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1 ハウジング

表 1 絶縁協調

項目 記号 条件及び注記 定格値 単位

絶縁耐圧 VISOL RMS, f = 50 Hz, t = 1 min 3.4 kV

ベースプレート材質     Cu+Ni1)  

内部絶縁   基礎絶縁 (クラス 1, IEC 61140) Si3N4  

沿面距離 dCreep min ベースプレートへのターミナル, min.,
(PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)

16.6 mm

沿面距離 dCreep min ターミナル – ターミナル間, min.,
(PD2, IEC 60664-1, Ed. 3.0)

17.6 mm

空間距離 dClear min ベースプレートへのターミナル, min. 14.0 mm

空間距離 dClear min ターミナル – ターミナル間, min. 13.2 mm

相対トラッキング指数 CTI   175  

1) Ni plated Cu baseplate.

表 2 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

冷却システムの圧損 1) Δp ΔV/Δt = 10.0 dm³/min, 50% water / 50%
ethylenglycol, TF = 60 °C

  102   mbar

冷却システムの最大圧 p       3 bar

内部インダクタンス LsDS     6.5   nH

パワーターミナル・チップ間
抵抗

RDD'+SS' TF = 25 °C, /スイッチ   0.4   mΩ

保存温度 Tstg   -40   125 °C

最大ベース・プレート動作
温度

TBPmax       150 °C

取り付けネジ締め付けトル
ク

M 適切なアプリケーション
ノートによるマウンティン
グ 2)

PCB to frame,
EJOT Delta PT, 取
り付けネジ

0.45   0.55 Nm

baseplate to
heatsink, M4 8.8,
取り付けネジ

1.8   2.3

質量 G     435   g

1) Design of the heat sink, flow rate and flow direction of the coolant according to application note AN‑2026‑04 "HybridPACK HD Application
and Mounting Instructions".

2) AN‑2026‑04 "HybridPACK HD Application and Mounting Instructions".
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2 MOSFET

表 3 最大定格

項目 記号 条件及び注記 定格値 単位

ドレイン ・ ソース間電圧 VDSS   Tvj = -40...175 °C 1400 V

内蔵チップドレイン電流 IDN   850 A

連続 DC ドレイン電流 IDDC Tvj = 175 °C, VGS = 18 V TF = 65 °C 7851) A

繰返しピークドレイン電流 IDRM verified by design, tp limited by Tvjmax 1700 A

 ゲート-ソース間電圧（最大
過渡電圧）

VGS   -10...23 V

ゲート-ソース間電圧（最大
DC 電圧）

VGS   -7...20 V

1) calculated with typical Rth,JF + 4.5 σRth,JF.

表 4 推奨値

項目 記号 条件及び注記 [JA]Values 単位

On 状態ゲート電圧 VGS(on)   15...18 V

Off 状態ゲート電圧 VGS(off)   -5...-3 V

表 5 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

ドレイン・ソース間オン抵抗 RDS(on) ID = 850 A VGS = 15 V,
Tvj = 25 °C

  1.16 1.58 mΩ

VGS = 15 V,
Tvj = 125 °C

  1.77  

VGS = 15 V,
Tvj = 175 °C

  2.26  

VGS = 18 V,
Tvj = 25 °C

  1 1.36

VGS = 18 V,
Tvj = 125 °C

  1.65  

VGS = 18 V,
Tvj = 175 °C

  2.15  

ゲート・エミッタ間しきい値
電圧

VGS(th) ID = 310 mA, VDS = VGS, Tvj = 25 °C, (tested
after 1ms pulse at VGS = +20 V)

3.05 3.95 4.75 V

ゲート電荷量 QG VDD = 750 V, VGS = -3...18 V, Tvj = 25 °C   2.2   µC

内蔵ゲート抵抗 RGint Tvj = 25 °C   0.17   Ω

入力容量 CISS f = 100 kHz, VDS = 750 V,
VGS = 0 V

Tvj = 25 °C   74.1   nF

(続く)
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表 5 (続き) 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

出力容量 COSS f = 100 kHz, VDS = 750 V,
VGS = 0 V

Tvj = 25 °C   2.6   nF

帰還容量 Crss f = 100 kHz, VDS = 750 V,
VGS = 0 V

Tvj = 25 °C   0.2   nF

COSS 保存エネルギー EOSS VDS = 750 V, VGS = -3/18 V, Tvj = 25 °C   974   µJ

ドレイン-ソースリーク電流 IDSS VDS = 1400 V, VGS = -3 V Tvj = 25 °C     900 µA

ゲート・ソース間漏れ電流 IGSS VDS = 0 V, Tvj = 25 °C VGS = 20 V     400 nA

ターンオン遅延時間（誘導
負荷）

td on ID = 850 A, RGon = 4.7 Ω,
VDD = 750 V, VGS = -3/18 V,
tdead = 1000 ns, 0.1 VGS
to 0.1 ID

Tvj = 25 °C   87   ns

Tvj = 125 °C   73  

Tvj = 175 °C   63  

ターンオン上昇時間（誘導
負荷）

tr ID = 850 A, RGon = 4.7 Ω,
VDD = 750 V, VGS = -3/18 V,
tdead = 1000 ns, 0.1 ID to
0.9 ID

Tvj = 25 °C   85   ns

Tvj = 125 °C   79  

Tvj = 175 °C   77  

ターンオフ遅延時間（誘導
負荷）

td off ID = 850 A, RGoff = 1 Ω,
VDD = 750 V, VGS = -3/18 V,
0.9 VGS to 0.9 ID

Tvj = 25 °C   188   ns

Tvj = 125 °C   201  

Tvj = 175 °C   201  

ターンオフ下降時間（誘導
負荷）

tf ID = 850 A, RGoff = 1 Ω,
VDD = 750 V, VGS = -3/18 V,
0.9 ID to 0.1 ID

Tvj = 25 °C   40   ns

Tvj = 125 °C   40  

Tvj = 175 °C   42  

ターンオンスイッチング損
失

Eon ID = 850 A, VDD = 750 V,
Lσ = 8 nH, VGS = -3/18 V,
RGon = 4.7 Ω, di/dt = 12.4
kA/µs (Tvj = 175 °C),
tdead = 1000 ns

Tvj = 25 °C   57.1   mJ

Tvj = 125 °C   59.7  

Tvj = 175 °C   62.7  

ターンオンスイッチング損
失, 最適化条件下

Eon,o ID = 850 A, VDD = 750 V,
Lσ = 8 nH, VGS = -3/18 V,
RGon,o = 3.9 Ω, di/dt =
14.5 kA/µs (Tvj = 175 °C),
tdead = 100 ns

Tvj = 25 °C   44.4   mJ

Tvj = 125 °C   42.4  

Tvj = 175 °C   43.1  

ターンオフスイッチング損
失

Eoff ID = 850 A, VDD = 750 V,
Lσ = 8 nH, VGS = -3/18 V,
RGoff = 1 Ω, dv/dt = 17.6
kV/µs (Tvj = 175 °C)

Tvj = 25 °C   26.6   mJ

Tvj = 125 °C   26.6  

Tvj = 175 °C   26.1  

短絡電流 ISC VGS = -3/18 V, VDD = 750 V,
VDSmax = VDSS-LsDS*di/
dt1)

tP ≤ 1.2 µs,
Tvj = 175 °C

  10500   A

(続く)
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表 5 (続き) 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

短絡電流 ISC VGS = -3/15 V, VDD = 750 V,
VDSmax = VDSS-LsDS*di/
dt1)

tP ≤ 2 µs,
Tvj = 175 °C

  8700   A

ジャンクション・冷媒間熱抵
抗

RthJF MOSFET（１素子当り）, ΔV/Δt = 10 dm³/
min, 冷却剤 = 50% water / 50%
ethylenglycol, TF = 60 °C

  58.5   K/kW

Standard deviation of
thermal resistance,
junction to cooling fluid

σRth,JF ΔV/Δt = 10 dm³/min, 冷却剤 = 50% water /
50% ethylenglycol, TF = 60 °C

  0.48   K/kW

動作温度 Tvj op   -40   175 °C

1) Recommended short-circuit turn-off with -di/dt 90%-10% ≥ 19 kA/µs.

注 : The selection of positive and negative gate-source voltages impacts losses and the long-term behavior of
the MOSFET and body diode. The design guidelines described in Application Note AN-2025-02 "CoolSiC™

MOSFET M2 in Easy modules" must be considered to ensure sound operation of the device over the planned
lifetime.

3 Body diode (MOSFET)

表 6 最大定格

項目 記号 条件及び注記 定格値 単位

Body diode 順方向電圧 ISD Tvj = 175 °C, VGS = -3 V TF = 65 °C 450 A

Pulsed body diode current ISD pulse   1700 A

電流二乗時間積 I2t VDS = 0 V, VGS = -3 V,
tP = 10 ms

Tvj = 175 °C 24.5 kA²s

表 7 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

順電圧 VSD ISD = 850 A, VGS = -3 V Tvj = 25 °C   4.47 5.65 V

Tvj = 125 °C   4.06  

Tvj = 175 °C   3.93  

ピーク逆回復電流 Irrm ISD = 850 A, dis/dt = 13
kA/µs (Tvj = 175 °C),
VDD = 750 V, VGS = -3 V,
tdead = 1000 ns

Tvj = 25 °C   235   A

Tvj = 125 °C   417  

Tvj = 175 °C   513  
(続く)
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表 7 (続き) 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

逆回復電荷量 Qrr ISD = 850 A, dis/dt = 13
kA/µs (Tvj = 175 °C),
VDD = 750 V, VGS = -3 V,
tdead = 1000 ns

Tvj = 25 °C   20.2   µC

Tvj = 125 °C   32  

Tvj = 175 °C   38.4  

逆回復損失 Erec ISD = 850 A, dis/dt = 13
kA/µs (Tvj = 175 °C),
VDD = 750 V, VGS = -3 V,
tdead = 1000 ns

Tvj = 25 °C   1.6   mJ

Tvj = 125 °C   5.4  

Tvj = 175 °C   8.2  

逆回復損失, 最適化条件
下

Erec,o ISD = 50 A, dis/dt = 14.8
kA/µs (Tvj = 175 °C),
VDD = 750 V, VGS = -3 V,
tdead = 100 ns

Tvj = 25 °C   1.6   mJ

Tvj = 125 °C   3.3  

Tvj = 175 °C   5.1  

4 Temperature Sensor

表 8 電気的特性

項目 記号 条件及び注記 規格値 単位

最小 標準 最大

Transient sense current ITS       10 mA

順電圧 VTS   ITS = 0.2 mA,
Tvj = 25 °C

2.574 2.624 2.674 V

ITS = 0.2 mA,
Tvj = 85 °C

2.169 2.234 2.299
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5 特性図

クーリングシステムの圧損, ハウジングΔp = f(ΔV/Δt)
TF = 60 °C, 50% water / 50% ethylenglycol 

出力特性 (typical), MOSFET
ID = f(VDS)
VGS = 18 V
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出力特性 (typical), MOSFET
ID = f(VDS)
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ドレイン―ソース間　オン抵抗 (typical), MOSFET
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ドレイン―ソース間　オン抵抗 (typical), MOSFET
RDS(on) = f(Tvj)
ID = 850 A

伝達特性 (typical), MOSFET
ID = f(VGS)
VDS = 20 V
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ゲート-ソース間スレッショルド電圧 (typical), MOSFET
VGS(th) = f(Tvj)
ID = 310 mA, VGS = VDS 

ゲート充電特性 (typical), MOSFET
VGS = f(QG)
ID = 850 A, Tvj = 25 °C
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容量特性 (typical), MOSFET
C = f(VDS)
f = 100 kHz, Tvj = 25 °C, VGS = 0 V

スイッチング時間 (typical), MOSFET
t = f(ID)
VDD = 750 V, RGon = 4.7 Ω, RGon,o = 3.9 Ω, Tvj = 175 °C,
VGS = -3/18 V
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スイッチング時間 (typical), MOSFET
t = f(ID)
RGoff = 1 Ω, VDD = 750 V, Tvj = 175 °C, VGS = -3/18 V

スイッチング時間 (typical), MOSFET
t = f(RG)
VDD = 750 V, tdead = 1000 ns, ID = 850 A, Tvj = 175 °C,
VGS = -3/18 V
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電流勾配 (typical), MOSFET
di/dton = f(RG)
VDD = 750 V, tdead = 1000 ns, ID = 850 A, VGS = -3/18 V

電圧勾配 (typical), MOSFET
dv/dtoff = f(RG)
VDD = 750 V, ID = 850 A, VGS = -3/18 V
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スイッチング損失 (typical), MOSFET
Eon = f(ID)
VDD = 750 V, RGon = 4.7 Ω, RGon,o = 3.9 Ω, VGS = -3/18 V

スイッチング損失 (typical), MOSFET
Eoff = f(ID)
RGoff = 1 Ω, VDD = 750 V, VGS = -3/18 V
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スイッチング損失 (typical), MOSFET
E = f(RG)
VDD = 750 V, tdead = 1000 ns, ID = 850 A, VGS = -3/18 V

スイッチング損失 (typical), MOSFET
Eon = f(VGS(off))
RGoff = 1 Ω, VDD = 750 V, RGon = 4.7 Ω, VGS(on) = 18 V,
ID = 850 A, RGon,o = 3.9 Ω, Tvj = 175 °C
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スイッチング損失 (typical), MOSFET
Eon = f(tdead)
RGon = 4.7 Ω, ID = 850 A, VDD = 750 V, VGS = -3/18 V

Reverse bias safe operating area (RBSOA), MOSFET
ID = f(VDS)
RGoff = 1 Ω, Tvj = 175 °C, VGS = -3/18 V
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過渡熱インピーダンス, MOSFET
Zth = f(t)

熱インピーダンス, MOSFET
RthJF = f(ΔV/Δt)
TF = 60 °C, 50% water / 50% ethylene glycol 
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ISD = f(VSD)
Tvj = 25 °C

ボディダイオード順電圧 (typical), MOSFET
VSD = f(Tvj)
ISD = 850 A
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スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET
Erec = f(ISD)
RGon = 4.7 Ω, RGon,o = 3.9 Ω, VDD = 750 V

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET
Erec = f(RG)
tdead = 1000 ns, ISD = 850 A, VDD = 750 V
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スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET
Erec = f(VGS(off))
RGoff = 1 Ω, RGon = 4.7 Ω, VGS(on) = 18 V, ISD = 850 A,
RGon,o = 3.9 Ω, VDD = 750 V, Tvj = 175 °C

スイッチング損失 body diode (typical), MOSFET
Erec = f(tdead)
RGon = 4.7 Ω, ID = 850 A, VDD = 750 V, VGS = -3/18 V

-5 -4 -3 -2 -1 0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

FF01MR14A60MA2XT

5  特性図

Datasheet 14 Revision 1.01
2026-10-09



Temperature characteristic (typical), Temperature
Sensor
VTS = f(Tvj)
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6 回路図
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7 パッケージ外形図

Flow direction
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8 モジュールラベルコード

2

Module label code

Code format Data Matrix Barcode Code128

Encoding ASCII text Code Set A

Symbol size 16x16 23 digits

Standard IEC24720 and IEC16022 IEC8859-1

Code content Content
Module serial number
Module material number
Production order number
Date code (production year)
Date code (production week)

Digit
1 – 5
6 - 11
12 - 19
20 – 21
22 – 23

Example
71549
142846
55054991
15
30

Example

7154914284655054991153071549142846550549911530

図 3
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重要：注意事項

製品（サンプルも含みます。また、ハードウェア、ソフトウ
ェアまたはその両方で構成される製品も含みます。以下
同じです。）の販売、提供または引渡しは、インフィニオ
ンテクノロジーズ AG およびその関連会社（以下まとめて
「インフィニオン」といいます）、お客様とインフィニオンに
よって締結された基本契約その他の書面により合意さ
れた条件、そのようなの条件がない場合はインフィニオ
ンの適用ある販売条件に従います。お客様の一般的な
取引条件またはインフィニオンの販売条件と乖離した条
件は、インフィニオンが書面で明示的に同意した場合に
限り、インフィニオンを拘束するものとします。
疑義を避けるため、インフィニオンは、第三者の権利を
侵害していないことの保証、および特定の使用/目的に
対する適合性または商品性の保証などの黙示的保証を
負いません。
インフィニオンは、サンプル、アプリケーション、もしくは
お客様による製品の具体的な使 用方法、または本書面
に記載された例や標準値に関するいかなる情報につい
ても責任いません。
本書に「Preliminary（予備）」「Target（目標）」「Draft（草
案）」または「Proposal（提案）」と表示されている場合、イ
ンフィニオンは事前の通知なく、本書に記載されたすべ
ての情報をいつでも変更する権利を留保します。インフ
ィニオンによる量産向け製品の開発およびリリースを条
件として、当該製品の技術仕様は、そのような表示のな
いインフィニオン提供の関連するデータシートに定めれ
ます。
本書面に記載されているデータは、技術的資格を有す
る熟練したお客様のご担当者をのみを対象としていま
す。お客様は、意図された用途およびお客様の特定用
途に対する製品の適合性を評価し、意図された用途お
よび顧客の特定用途において本書面に含まれるすべて
の関連技術データを検証する責任を負います。お客様
は、意図されたアプリケーションの機能性および安全性
を適切に設計、プログラミング、テストし、その使用に関
連する法令を遵守してください。
インフィニオンの明示的な承認がない限り、製品は、製
品の故障またはその使用による結果が人身傷害につな
がると合理的に予想されるいかなる用途にも使用しない
でください。ただし、上記は、インフィニオンが明示的に
設計し、販売した使用分野でお客様が製品を使用する
ことを妨げるものではありません。

インフィニオンは、適用される法律、例えばドイツ著
作権法（UrhG）第 44b 条に従って、そのコンテンツを
商業的なテキストおよびデータのマイニング（TDM）
のために使用する権利を明示的に留保します。

製品にセキュリティ機能が含まれている場合：
いかなるコンピューティング・デバイスも絶対的に安
全であることはあり得ないため、製品にセキュリティ
対策が施されているにもかかわらず、インフィニオン
は、製品に侵入、データの盗難もしくは損失、または
その他の侵害（「セキュリティ侵害」といいます）がな
いことを保証せず、インフィニオンは、セキュリティ侵
害に起因するいかなる責任も負わないものとしま
す。

本書面がソフトウェアを含んでいるまたはソフトウェ
アに言及している場合：
ソフトウェアは、米国、ドイツ、および世界各国の知
的財産権法および条約に基づきインフィニオンが所
有しています。インフィニオンはすべての権利を留保
し、無断複写、複製および転写を禁じます。お客様は
ソフトウェアに同梱されたソフトウェア使用許諾契約
に従ってのみソフトウェアを使用できます。
ソフトウェア使用許諾契約が適用されない場合、イン
フィニオンはここに、ソフトウェアの知的所有権に基
づき、(a)ソースコード形式で提供されたソフトウェア
について、インフィニオンのハードウェア製品と共に
使用する目的のためにのみソフトウェアを修正およ
び複製するための、そして(b)インフィニオンのハード
ウェア製品上での使用目的に限り、ソフトウェアをバ
イナリコード形式でエンドユーザーに外部配布するた
めの、個人的、非排他的、譲渡不能なライセンス（サ
ブライセンス不可）をお客様に付与します。それ以外
のソフトウェアの使用、複製、変更、翻訳またはコン
パイルは禁止されています。製品、技術、納品条件、
および価格に関する詳細については、最寄りのイン
フィニオンオフィスに連絡するか、www.infineon.com
にアクセスしてください。

mailto:erratum@infineon.com
https://www.infineon.com

	詳細
	特徴
	可能性のある用途
	製品検証
	目次
	1 ハウジング
	2 MOSFET
	3 Body diode (MOSFET)
	4 Temperature Sensor
	5 特性図
	6 回路図
	7 パッケージ外形図
	8 モジュールラベルコード
	改訂履歴
	免責事項

